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Лейкоксеновый концентрат (ЛК) является ценным природным материалом, со-
держащим TiO2 (рутил)  диэлектрическая составляющая, относящаяся к кон-
денсаторным керамическим материалам с диэлектрической проницаемостью  = 
80-140 и тангенсом угла диэлектрических потерь tg  = 210-4, и SiО2 (кварц)  
радиопрозрачная составляющая, которая относится к электро- и теплоизоляци-
онным материалам с диэлектрической проницаемостью  = 6. Введение ЛК в 
небольших количествах к базовой матрице на основе карбида кремния позволи-
ло обеспечить высокие электрическую и механическую прочности радиопогло-
щающего материала и сделать выбор наилучшего композиционного состава для 
создания керамики с максимальными рабочими температурами. 
Для исследования диэлектрических и механических свойств было подготов-
лено 11 образцов с различным содержанием SiC и ЛК. Термические зависимости 
от времени для полученных композиционных составов приведены на рисунке. 
 
 
Зависимость скорости разогрева керамических композитов системы SiCЛК  
от продолжительности экспозиции в СВЧ-поле 
 
Наилучший композиционный состав был получен с содержанием мас. %, 
SiC 90 – ЛК 10% и максимальной температурой разогрева - 1350С за 10 мин. На 
основе данного состава была синтезирована радиопоглощая керамика плотно-
стью 2,2 г/см3 с диэлектрической проницаемостью  = 3,85 и тангенсом угла ди-
электрических потерь tg  = 0,056, которая являлась устойчивой при работе с 
концентрированными минеральными кислотами и другими агрессивными сре-
дами.  
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